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(54) Title: SEMICONDUCTOR STRUCTURE COMPRISING ACTIVE ZONES 
(54) Bezeichnung: AKTIVE ZONEN AUFWEISENDE HALBLEITERSTRUKTUR 
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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor structure with active zones, such as light diodes or photodiodes (10, 16, 
24, 26, 36, 46, 54, 68, 74, 80), comprising a substrate (SUB) with at least two active zones (AZ1 - AZn), each of which emits or 
fT^ absorbs a radiation of differing wavelength. According to the invention, a multi-wavelength diode may be achieved, whereby a first 
t — (lower) active zone (AZ1) is grown on a surface of the substrate (SUB), whereby one or several further active zones (AZ1 - Azn) are 
epitaxially grown one on the other and the active zones (AZ1 - AZn) are serially connected from the lower active zone (AZ1) to an 
upper active zone (AZn), by means of tunnel diodes (TD1 - TDn), serving as low-impedance resistors. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine aktive Zonen aufweisende Halbleiterstruktur wie Leuchtdiode oder 
Photodiode (10, 16, 24, 26, 36, 46, 54, 68, 74, 80), umfassend ein Substrat (SUB) mit zumindest zwei aktiven Zonen (AZ1 - AZn), 
von denen jede eine Strahlung unterschiedlicher Wellenlange 
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emittiert oder absorbiert. Zur Realisierung einer Muli-Wavelenght -Diode ist vorgesehen, dass eine erste (untere) aktive Zone (AZ1) 
auf eine Oberflache des Substrates (SUB) aufgewachsen ist, wobei ein oder mehrere weitere aktive Zonen (AZ1 - Azn) iibereinander 
epitaktisch aufgewachsen sind und wobei die aktiven Zonen (AZ1 - AZn) uber als niederohmige Widerstande dienende Tunneldioden 
(TD1 - TDn) von der unteren aktiven Zone (AZ1) bis zu einer oberen aktiven Zone (AZn) seriell verschaltet sind. 



